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Streszczenie: W przeksztattnikach impulsowych konieczna jest
separacja galwaniczna miedzy obwodami bramkowymi tranzy-
storéw a sterownikiem mikroprocesorowym. Separacja realizo-
wana jest najczesciej przy uzyciu transoptoréw. W transoptorach
wystepujg pojemnosci pasozytnicze sprzegajgce obwdd wyjsciowy
i wejsciowy uktadu. Wptyw tych pojemnosci jest w wigkszosci
zastosowan pomijalny, jednak w uktadach impulsowych, w ktérych
potencjaty obwoddéw wejsciowego i wyjsciowego transoptora ule-
gaja bardzo szybkim zmianom, wystepowanie pojemnosci paso-
zytniczych moze prowadzi¢ do powstawania zaktdcer sygnatow
sterujgcych tranzystorami. W artykule omdéwiono budowe, naj-
wazniejsze cechy i parametry transoptoréw cyfrowych. Przedsta-
wiono przyczyny i miejsca wystgpowania pojemnosci pasozytni-
czych. Opracowano model symulacyjny transoptora uwzglednia-
jacy pojemnosci pasozytnicze. Przedstawiono wyniki badar symu-
lacyjnych obrazujgcych wptyw pojemnosci oraz szybkosci zmian
napiecia na przebieg sygnatu sterujacego tranzystorem. Przedsta-
wiono wybrane wyniki weryfikacji laboratoryjne;.
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1. Wprowadzenie

W obszarze automatyki napedu elektrycznego do sterowania
silnikami powszechnie stosowane sa przeksztattniki impul-
sowe. Ich zastosowanie umozliwia uzyskanie duzej dynamiki
oraz dokladnosci regulacji parametréow ruchu, takich jak:
moment, predkosé lub polozenie katowe. Sygnaly sterujace
energoelektronicznymi elementami mocy przeksztaltnika
(najczesciej tranzystorami) generowane sa za pomoca ukladu
mikroprocesorowego. Sygnaly takie musza zosta¢ odpowied-
nio wzmocnione przez uklady formujace (ang. gate driver),
aby zapewni¢ parametry wlasciwe dla obwodu bramkowego
danego tranzystora. Dodatkowo wymagane jest wprowadze-
nie separacji galwanicznej miedzy tranzystorami kluczuja-
cymi przeksztaltnika a uktadem mikroprocesorowym.
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Najczestszym sposobem realizacji separacji galwanicz-
nej jest zastosowanie transoptoréw. Praca ukladu sterowa-
nia tranzystorami w uktadach impulsowych moze si¢ jednak
wiazaé z niepozadanymi zjawiskami, trudnymi do przewidze-
nia na etapie projektowania i modelowania komputerowego.
Projektujac przeksztaltnik energoelektroniczny nalezy zwré-
ci¢ uwage na pojemnosci pasozytnicze, ktérych wystepowa-
nie wplywa w stanach dynamicznych na sygnaly bramkowe
tranzystoréw. Przyjmuje sie, ze dominujacy wplyw na prace
przeksztaltnika maja pojemnosci znajdujace sie¢ w obwo-
dzie mocy przeksztaltnika (np. pojemnosci wejsciowe tran-
zystoréw).

Wystepowaniem pojemnoéci pasozytniczych obarczone sa

jednak takze same transoptory, co rzadko uwzgledniane jest

na etapie projektowania i modelowania. Niektérzy produ-
cenci transoptoréw uwzgledniaja istnienie tej niedoskona-
tosci w notach katalogowych podajac takie parametry, jak
zastepcza pojemnosé wejdcie-wyjscie lub wspélezynnik CMR,
(ang. Common Mode Rejection).

W artykule przeanalizowano wplyw pojemnosci pasozyt-
niczych transoptora na ryzyko powstania zaklécen w sygna-
tach sterujacych tranzystorami. Standardowe modele symu-
lacyjne pomijaja pojemnosci pasozytnicze. Z kolei w prak-
tyce projektowej czesto stosuje sie podejécie empiryczne. Dla
przeanalizowania wplywu pojemnosci oraz stromosci napieé
na sygnaly bramkowe tranzystoréw opracowano szczegdlowy
model symulacyjny, uwzgledniajacy pojemnosci pasozytni-
cze. Wybrane wyniki analizy symulacyjnej zweryfikowano
w oparciu o uktad laboratoryjny. Dokonano takze przegladu
najskuteczniejszych metod ochrony przed zakléceniami zwia-
zanymi z pojemnosciami transoptoréow.

2. Budowa transoptora

Transoptor jest elementem zbudowanym z fotoemitera (naj-
czedciej diody elektroluminescencyjnej) oraz fotodetektora,
ktérego role moga pelnié fotodiody, fotorezystory, fototran-
zystory lub fototriaki [1-4]. Transoptory buduje sie w postaci
elementéw z bezposrednio wyprowadzonymi elektrodami
detektoréw lub w postaci elementéow zawierajacych w swo-

jej strukturze uklad przetwarzajacy otrzymany z detektora



Rys. 1. Przyktadowe konfiguracje transoptoréw [2]
Fig. 1. Examples of optocoupler configuration [2]

sygnal np. na sygnaly logiczne. Na rys. 1 przedstawiono pod-
stawowe konfiguracje transoptorow.

Bardzo waznym parametrem, opisujacym wzmocnienie
transoptora, jest przekladnia pradowa CTR (ang. Current
Transfer Ratio). Przekladnia pradowa opisywana jest jako
stosunek pradu wyjéciowego I do pradu wejsciowego I trans-
optora

CTR = %-100%. (1)

Wartos¢ przektadni zalezy od zastosowanego w transop-
torze fotodetektora. Najwickszym wzmocnieniem charak-
teryzuja sie transoptory z fotodetektorem tranzystorowym
w ukladzie Darlingtona (CTR>300 %). Transoptory z poje-
dynczym fototranzystorem maja przekladnie CTR>30 %.
Najmniejsza warto$é¢ przektadni cechuja sie transoptory
z fotodioda (CTR>0,5 % [3]). Ze wzgledu na to, ze zaréwno
diody elektroluminescencyjne, jak i fotodiody oraz fototran-
zystory cechuja sie nieliniowg charakterystyka, wartos¢ prze-
ktadni pradowej transoptoréw réwniez jest zmienna i zalezy
od przepltywajacego przez fotoemiter pradu. Zaleta fotodiod
w stosunku do fototranzystoréw jest jednak ich pasmo prze-
noszenia siegajace nawet kilkudziesieciu MHz, podczas gdy
pasmo przenoszenia fototranzystoréw nie przekracza kilkuset
kHz. Najwezsze pasmo przenoszenia maja transoptory z foto-
detektorem w postaci fotorezystora, ktérego gérna granica
to zazwyczaj kilkaset Hz.

3. Przyczyny wystepowania zaktécen

Transoptory charakteryzuja sie¢ wystepowaniem pasozyt-
niczych pojemnoéci sprzegajacych obwod wejsciowy i wyj-
Sciowy (rys. 2) [5-7].

Ponadto wystepowaniem pojemnosci pasozytniczej
charakteryzuja si¢ takie punkty ukladu przeksztaltnika
z silnikiem, jak uklad zasilania, ptytki PCB, miejsca styku
tranzystoréow z radiatorami, przewody i kable taczace prze-
ksztaltnik z silnikiem czy sam silnik. Rozklad najbardziej
newralgicznych punktéw wystepowania doziemnych pojem-
noéci pasozytniczych przedstawiony zostal na rys. 3.

Istotna cecha wigkszosci przeksztaltnikéw energoelek-
tronicznych jest generacja niepozadanych zaklécen wspoél-
nych. Napigcie zaburzenn wsp6lnych (ang. Common-Mode
Voltage) opisywane jest jako napiecie niezréwnowazenia,
spowodowane chwilowa niesymetria napie¢ generowanych
przez galezie przeksztaltnika. Ze wzgledu na duza stromosé
zboczy napiecia, prad pltynacy przez pojemnosci pasozytnicze

Rys. 2. Rozktad pojemnosci pasozytniczych w transoptorze [5]
Fig. 2. Localization of parasitic capacitances in optocoupler [5]

Rys. 3. Rozktad pojemnosci pasozytniczych doziemnych w ukfa-
dzie przeksztattnika z silnikiem [6]

Fig. 3. Localization of the earth parasitic capacitance in the con-
verter and the motor circuit [6]

Rys. 4. Schemat symulacyjny pracy transoptora
Fig. 4. Optocoupler simulation circuit

uktadu napedowego do elementéw uziemionych (przyjmu-
jacy warto$é nawet kilku amperéw) zamyka sie w ukladzie
poprzez obwdd zasilania przeksztaltnika. Czesé z tego pradu
moze w niesprzyjajacych warunkach przeplywaé pomiedzy
wejéciem a wyjsciem transoptora przez jego pojemnosci paso-
zytnicze, powodujac niepozadane dziatanie uktadu.
Parametr transoptora, okreslany jako CMTI (ang.
Common Mode Transient Immunity), opisuje odpornosé
transoptora na przenikanie zaklécen sktadowej wspdl-
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Rys. 5 Przebieg napiecia ze zrdédta U,

Fig. 5. Voltage waveform from U,,, source

nej napiecia (ang. Common Mode)
pomiedzy jego obwodem wejécio-
wym a wyjsciowym. Odnosi si¢ on do
transoptoréw z wyjsciem w postaci
fototranzystora, wzmacniacza lub
bramki logicznej. Odpornosé¢ trans-
optora na przenikanie zaklécen
CMTI, oznaczana przez producentow
réwniez jako CMTR (ang. Common
Mode Transient Rejection), CMR
(ang. Common Mode Rejection)
lub CMRR (ang. Common Mode
Rejection Ratio), jest miara zdolno-
$ci uktadu wyjsciowego transoptora
do odseparownia szybkozmiennych
zaktécen, ktore wystepuja miedzy
obwodem wejsciowym a wyjsciem
transoptora. Transoptor uwaza sie
za nieodporny, jesli jego napiecie
wyjsciowe w stanie wysokim pod
wplywem zakldcenia spadnie ponizej
2 V lub jesli napiecie w stanie niskim
wzrosnie powyzej 0,8 V [7].

Odpornosé na zaklécenia defi-
niuje sie uwzgledniajac maksy-
malne warto$ci napiecia sktadowej
wspdlnej U, oraz wartosci maksy-
malnej stromosci zbocza dU/dt
(dU/dt = AU/t lub dU/dt =
AU,,/t), dla ktérych transoptor
jeszcze dziata poprawnie.

W stanach dynamicznych obec-
nos¢ pojemnosci pasozytniczych
moze spowodowaé pojawienie sie
obwodu dla szybkozmiennych skla-
dowych napiecia i przeplyw pradu
miedzy obwodem wejsciowym i obwo-
dem wyjsciowym transoptora.

Obecno$¢ w ukladzie wg rys. 2
zmiennego napiecia zaktécajacego
U(LM
C

CcM
rzenia pracy transoptora. W stanie

i pojemnosci pasozytniczych
i C,, moze spowodowac zabu-
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wysterowania wejécia transop-
tora ujemny prad zakldcajacy IB(_)
opisany wzorem [5]:

Uy
Ipy = Coy %ﬁ@ (2a)

przy odpowiednio duzej wartosci
ujemnej pochodnej dU,,,/dt moze
spowodowaé bledne przejécie tran-
zystora wyjsciowego w stan nieak-
tywny.

Rys. 6. Napigcie na diodzie nadawczej U, (a) oraz napigcie kolektor-emiter U, (b) otrzy-

Fig. 6.

mane podczas symulacji bez uwzglednionych pojemnosci pasozytniczych
Voltage on the input diode U, (a) and the collector-emitter voltage U,,, (b) obtained
during the simulation without parasitic capacitances

Rys. 7. Napigcie na diodzie nadawczej U, (a) oraz napigcie kolektor-emiter U, (b) otrzy-

Fig. 7.

mane podczas symulacji z uwzglednieniem uproszczonej pojemnosci pasozytni-
czej, przy stromosci zboczy napiecia zrédta U,,, rownej 10 V/us

Voltage on the input diode U,, (a) and the collector-emitter voltage U, (b) ob-
tained during the simulation, taking into account the simplified parasitic capacitance,
the steepness of the slopes of the voltage source U, equal 10 V/us



W stanie braku wysterowania wejécia transoptora dodatni

prad zaklécajacy I

B(+) oplsany wzorem:

_ Co* Cpp [AU, [ (2Db)
=5 o, Ba B

przy odpowiednio duzej warto$ci dodatniej pochodnej
dU,,,/dt moze spowodowaé bledne przejécie tranzystora

w stan aktywny.

Przy dodatnim pradzie zaklécajacym wartosé napie-
cia baza-emiter U,

opisaé za pomoca zaleznosci [6]

wywolanego przez zaburzenie, mozna

Rys. 8. Napigcie na diodzie nadawczej U, (a) oraz napiecie kolektor-emiter U, (b) otrzy-
mane podczas symulacji z uwzglednieniem pojemnosci C, C

stromosci zboczy napigcia Zrédta U,,, réwnej 10 V/us
Fig.8.

Rys. 9. Napiecie na diodzie nadawczej U, (a) oraz napiecie kolektor-emiter U, (b) otrzy-
mane podczas symulacji z uwzglednieniem pojemnosci C, C

stromosci zboczy napiecia zrodta U,,, rownej 3 kV/us

Fig. 9. Voltage on the input diode U, (a) and the collector-emitter voltage U, (b) obtained
during the simulation, taking into account the parasitic capacitance C, C
C,, the steepness of the slopes of the voltage source U,,, equal 3 kV/us

cm?

Voltage on the input diode U, (a) and the collector-emitter voltage U, (b) obtained
during the simulation, taking into account the parasitic capacitance C, C
C,, the steepness of the slopes of the voltage source UCM equal 10 V/us

CCM J (3)

Uy, =Ug,
BE ou [ Cons +C

Efektem plynacego przez pojemnosci pasozytnicze pradu
moze by¢ zablokowanie zmiany stanu transoptora poprzez
podtrzymanie Swiecenia diody LED, badz podciaganie
wyjscia transoptora do stanu niskiego lub wysokiego, czego
skutkiem moze by¢ zataczenie sie dwoch tranzystoréw jedno-
cze$nie. Tego rodzaju stany pracy ukladéw kluczujacych sa
w wiekszosci rodzajow przeksztaltnikéw niedozwolone i skut-
kuja uszkodzeniem tranzystordw.

4. Analiza symulacyjna
pracy transoptora

Symulacje pracy transoptora wyko-
nane zostaly w programie LTSpice
IV firmy Linear Technology. Do
symulacji wybrany zostal transop-
tor o symbolu 4N25, ktérego model
dostepny jest w bibliotece programu.
Wartos¢ pojemnoéci pomiedzy wej-
Sciem a wyjéciem transoptora, opisy-
wana wedlug producenta uktadu jako
uproszczona pojemnosé C,,
wedlug noty katalogowej nie wiecej

wynosi

niz 0,5 pF, co dla przebiegéw dyna-
micznych jest juz pojemnoscia zna-
czaca. W modelu transoptora, opra-
cowanym przez firme Linear Tech-
Cye0raz C,, przy nology, pojemnos¢ miedzy wejSciem
a wyjsciem nie zostata uwzgledniona,

C. and przez co badania symulacyjne ukladu
BE

o bez samodzielnego jej zamodelowania

moga da¢ bledne wyniki, wskazujace
ze ten transoptor charakteryzuje sie
duza wartoscia wspolczynnika CMR.
W ponizszym rozdziale opisano efekty
symulacji uktadu modelujacego prace
transoptora w przeksztattniku bez
uwzglednienia pojemnosci pasozytni-
czych transoptora oraz z ich uwzgled-
nieniem. Zamodelowano takze prace
jednej galezi przeksztattnika, w kto-
rej, oprocz pojemnosci pasozytniczych
transoptora, dodano uproszczone
pojemnosci pasozytnicze odbiornika,
obudowy i ukladu zasilania.

Na rys. 4 pokazano bazowy schemat
uktadu, stuzacy do symulacji pracy
transoptora. Zrédlo U, generuje

przebieg napiecia pokazany na rys.
,Cy.oraz C,, prz .
om T BE 2 P2y 5, co odzwierciedla prace transoptora

ze zmiennym potencjatem obwodu

C,.and wyjsciowego w stosunku do obwodu

oM’
wejéciowego transoptora. Symulacje
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Rys. 10. Schemat symulacji pracy jednej gatezi falownika
Fig. 10. Schematic of simulation one branch of the converter

uktadu przeprowadzono dla dwoch
wartosci stromosci zboczy napiecia
zrédla U, 10 V/ps oraz 3 kV/qs.
Wynikiem symulacji opartej na
modelu transoptora opracowanym
przez producenta uktadu sa prze-
biegi, pokazane na rys. 6.
Dokonujac symulacji, uwzglednia-
jacej uproszczone sprzezenie paso-
Zytnicze w postaci wylacznie pojem-
noéci C, (rys. 2) o wartoéci 0,5 pF,
przy stromosci zbocza wynoszacej
10 V/us otrzymano przebiegi nie
odbiegajace od przebiegéw z rys. 6.
Na rys. 7 pokazano wyniki symula-
cji przy stromosci zbocza napiecia
UC]LI
Jesli natomiast w modelu transop-

o wartosci 10 V/ps.

tora, oprécz pojemnosci C,=0,1 pF,
uwzgledni sie takze pojemnodci
C,,=0,3pF, C,,=0,1 pF oraz
C,=0,1 pF (rys. 2) w wyniku symu-
lacji dla stromosci zboczy napiecia
zrédta U,
otrzymane zostana przebiegi,

wynoszacej 10 V/ps,

widoczne na rys. 8.

Zwigkszajac stromo$é¢ zboczy
napigcia zrédla U, do warto-
$ci 3 kV/ns, otrzymano przebiegi
widoczne na rys. 9.

Na potrzeby badan symula-
cyjnych opracowano model jednej

gatezi przeksztaltnika wedlug schematu
z rys. 10, uwzgledniajacego pojemnosci
pasozytnicze obwodu. Efektem symu-
lacji sa przebiegi napie¢ transoptoréw

pokazane na rys. 11.
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Rys. 11. Napigcie na diodzie nadawczej U, (a) oraz napigcie kolektor-emiter U, trans-
optora OK2 (b) oraz transoptora OK1 (c) otrzymane podczas symulacji pracy
jednej gatezi falownika

Fig. 11. Voltage on the input diode U, (a) and the collector-emitter voltage U, of the OK2
optocoupler (b) and the OK7 optocoupler (c) obtained on simulation of one branch
of converter

Na otrzymanych w powyzszych symulacjach przebiegach widaé jak bardzo
znaczaca dla wartosci zaklocen przenoszonych jest stromosé zbocza przebiegu
napiecia pomiedzy obwodem wejsciowym a wyjSciowym transoptora, co pokrywa
sie z opisujacymi to zjawisko zalezno$ciami (2) oraz (3).



Rys. 12.Napiecie na diodzie nadawczej U, (a) oraz napiecie
kolektor-emiter U, (b) otrzymane podczas obserwacji
pracy transoptora 4N35 w rzeczywistym uktadzie

Fig. 12. Voltage on the input diode U, (a) and collector-emitter
voltage U, (b) received during the observation of 4N35
optocoupler working in a real circuit

Rys. 13.Budowa transoptora o zwiekszonej odpornosci na
zaktdcenia [6]

Fig. 13. Construction optocoupler with increased immunity of
distortions [6]

5. Obserwacja zaktocen
w laboratoryjnym modelu
przeksztattnika

Uktad opracowany w celu obserwacji zaklécen w transop-
torze wykonany zostal w postaci jednej galezi falownika
i sktada si¢ z dwdch zasadniczych czedci: ukladu generacji
impulséw sterujacych i czeSci wysokonapieciowej. Obwod
wejsciowy transoptora pracuje na niskim potencjale uktadu
generujacego impulsy, za$ obwod wyjsciowy — w czesci wyso-
konapigeciowej.

W uktadzie pracuje transoptor o symbolu 4N35. Poten-
cjal obwodu wyjéciowego tego transoptora wzgledem obwodu
wejéciowego zmienia si¢ w zakresie £140 V, za$ stromos¢

narastania zmian wynosi okoto 10 V/us. Obserwujac prace
ukladu na ekranie oscyloskopu, otrzymano przebiegi poka-
zane na rys. 12.

6. Sposoby zapobiegania zaktéceniom

Najwazniejsza metoda zapobiegania przenoszeniu zaklécen
przez transoptory jest stosowanie specjalnie do tego celu
przeznaczonych transoptoréw, w ktérych obwdd wejscia lub
wyjécia odseparowany jest za pomoca klatki Faraday’a (rys.
13). Dzigki temu rozwiazaniu prad plynacy przez pojemnosci
pasozytnicze jest odprowadzany do masy, znacznie zmniej-
szajac znieksztalcenia na wyjsciu uktadu.

Dodatkowo, pozytywne efekty w uniknieciu zaklécen
podczas sterowania tranzystorami wykonawczymi moze dac
takze uzycie transoptoréw cyfrowych z wyjsciem sygnalu
w formie przerzutnika Schmitt’a, dzieki czemu znieksztal-
cenia sygnalu przesytane przez optoizolacje beda w uktadzie
wyjSciowym ignorowane.

Istotne znaczenie dla zaklbcent ma réwniez sposéb, w jaki
zasilana jest dioda LED transoptora. Na rys. 14 przedsta-
wiono niepoprawny (a) oraz poprawne (b, ¢) sposoby stero-
wania dioda LED. W przypadku a) ze zrédla, przez rezystor
ograniczajacy prad diody nadawczej, ptynie prad uzyteczny
diody oraz prad pasozytniczego sprzezenia pojemnosciowego.
Prady te, sumujac sie, powoduja wiekszy spadek napiecia
na rezystorze, skutkiem czego osltabiony zostaje strumien
$wietlny diody nadawczej. W przypadku (b) efekt ten jest
zniwelowany, jednak istnieje tu mozliwosé¢ wygenerowa-
nia strumienia Swietlnego przez diode, przez ktoéra prze-
plynie prad pasozytniczego sprzezenia pomiedzy katoda
diody a obwodem odbiorczym transoptora. W przypadku (c),
poprzez tranzystor zwierajacy diode nadawcza, wyelimino-
wany zostaje efekt wystepujacy w przykladzie (a) oraz (b).

Kolejnym bardzo waznym aspektem, na ktory nalezy
zwroci¢ uwage, by zmniejszy¢ wplyw zaklécen na dziala-
nie uktadu jest odpowiednie rozmieszczenie elementéw oraz
Sciezek na plytce drukowanej, a takze stosowanie dodatko-

a) b)

Rys. 14. Sposoby sterowania diodg LED a) niepoprawne, b) oraz
c) poprawne [7]

Fig. 14. Means of controlling the input LED diode a) incorrect,
b) and c) valid [7]
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Rys. 15. Prawidtowe rozmieszczenie Sciezek i elementéw na ptyt-
ce drukowane;j [7]

Fig. 15. Correct placement of lines and components on the PCB [7]

wych kondensatoréw odprzegajacych mozliwie blisko uktadu
scalonego. Przykladowe poprawne rozwiazanie pokazane
zostalo na rys. 15.

W tym przypadku Sciezki zasilania obwodu wyjsciowego
transoptora tworza swoisty ekran na plytce drukowanej,
oslaniajacy $ciezki sygnatowe przed wplywem zmiennego
pola elektrycznego, wywolanego réznica potencjaléw pomie-
dzy obwodami wejsciowymi a wyjSciowymi transoptora.

7. Podsumowanie

Analiza wplywu pojemnosci pasozytniczych na sygnaly
sterujace tranzystorami przeksztattnika wykonana zostata
w oparciu o badania symulacyjne. Zaproponowano wyko-
rzystanie podstawowego modelu transoptora z biblioteki
programu LTSpice IV, jednak uzupelniono go o dodatkowe
elementy pojemnosciowe. Wyniki analizy potwierdzaja moz-
liwo$¢ pojawienia sie znaczacych zaklocen sygnatu.

Postep w technologii pélprzewodnikowych przyrzadéw
mocy sprawia, iz stromosci zboczy napiec sa coraz wigksze.
W rezultacie analizowane w referacie zagadnienia zyskuja
na znaczeniu. Zaproponowany model symulacyjny pozwala
na wstepng weryfikacje wartosci zaklécen sygnaléow steru-
jacych tranzystorami dla znanych parametréow transop-
tora i warunkow pracy przeksztattnika. Moze on by¢ zatem
pomoca w doborze typu transoptora do konkretnego prze-
ksztaltnika.
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The impact of optocoupler parasitic capacitance on
transistors control in switching converter

Abstract: Optocouplers are widely used, e.g. in the switching
converters, in which they are used to obtain electrical isolation
between gate transistors circuits and microprocessor controller.
In transoptors exists parasitic capacitances which couples output
and input circuits of the system. The influence of these capaci-
tances is negligible for most applications. However, in switching
converters, where the potentials of the input and output circuit of
an optocoupler changes very fast, the presence of parasitic capa-
citances can lead to the distortion of transistors control signals.
The paper discusses the general structure, key features and para-
meters of digital optocouplers. Cause and location of parasitic
capacitances was shown in a simulation model of optocoupler,
which takes into account the parasitic capacitances was designed.
Simulation results illustrating the impact of capacitance and rate
of voltage change to waveform of the transistors control signals
were presented. Shows selected results of laboratory verification
were shown.

Keywords: switching converter, optocoupler, distortions, CMRR,
CMTI
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